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論文内容の要旨












せる材料設計を行い、この効果を“内部 CEL (Contrast Enhanced Layer) 効果"と名付けた。
この“マスキング効果"と“内部 CEL (Contrast Enhanced Layer) 効果"という考え方は g 線及び i 線に限らず、
その後のレジスト開発では常に有効に利用される重要な概念となっている。



































次世代リソグラフイでも中心的な役割を担う化学増幅型レジストにおいては、 insitu FT-IR 測定によるレジスト膜
内での化学増幅反応速度定数の測定方法および陽電子消滅法によるレジスト膜内の自由体積の見積もりなど、材料設
計を行う上で、非常に重要な提案がなされている点が高く評価できる。また、定量的構造活性相関の手法による疎水
性および嵩高さと保護基の溶解抑制効果の相関関係を示しており、材料設計上重要な設計指針を与える。
以上のように、レジスト材料の設計指針を与える重要な解析手法の開発や新しい概念を提出し、レジストの高性能
化に大きく貫献してきたことが高く評価できる。また、これらの解析手法と材料設計指針は今後のリソグラフィの微
細化の進展に伴い、露光波長がさらに短波長化した場合にもレジスト材料の開発にとって、非常に有用な解析手法の
開発と指針となるので、次世代リソグラフィ用レジストの開発にも大きく貢献する研究業績である。
以上のように、本論文は半導体集積回路製造用ポジ型フォトレジストの高性能化に関し、非常に有用な解析手法の
開発や新しい材料設計概念の提案し、材料開発において重要な知見を得ている。よって本論文は博士論文として価値
あるものと認める。
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